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TRANSISTOREN

DIODEN, Z-DIODEN

GLEICHRICHTERDIODEN
THYRISTOREN

Bei dem umfangreichen Angebot auf dem Gebiet der Halbleiter-Bauelemente wird es fur den An-
wender immer schwieriger, sich ein vollstdndiges Bild der verschiedenen zur Zeit auf dem Markt

befindlichen Typen zu verschaffen.

Das vorliegende Heft soll dem Zweck dienen, einen Uberblick Uber das VALVO-Fertigungs-
Programm zu geben. Es enthdlt eine Aufstellung aller Transistoren, Dioden, Z-Dioden, Gleich-
richterdioden, Thyristoren und Gleichrichtersdtze mit Angabe der wichtigsten Grenz- und Kenn-
werte. Die ausfuhrlichen technischen Daten sind den VALV O -Handbuchern ,Halbleiterdioden und
Transistoren, Standardtypen”, ,Halbleiterdioden und Transistoren, professionelle Typen” und ,Halb-

leiterbauelemente fur die Leistungstechnik” zu entnehmen.

Halbleiter-Bauelemente, die nicht mehr fir Neuentwicklungen vorgesehen sind, werden im vor-

liegenden Heft nicht bericksichtigt.

Das vorliegende Heft enthalt keine Aussagen Uber die Lieferbarkeit.

VALVOD GMBH HAMBURG 1

BURCHARDSTRASSE 19 - TELEFON 339131 . FERNSCHREIBER 2161871



TYPENVERZEICHNIS

Typ Seite Typ Seite Typ JEDEC-Bezeichnung Seite
AA 119 18 BAX 12 18 BF 197 8
AAZ 13 18 BAX 13 18 BF 200 8
AAZ 15 18 BAX 16 18 BF 254 8
AAZ 17 18 BAX 78 18 BF 255 8
AAZ 18 18 BAY 38 18

BAY 96 20 BEW 10 8
AC 125 10 BFW 11 8
AC 126 10 BFW 16 12
AC 127 10 BB 104 18 BFW 17 12
AC 128 10 BB 105 A 18 BFW 30 12
AC 128 K 10 BB 105 B 18 BFW 46 = 2N 3924 12
AC 132 10 BB 105 G 18 BFW 47 = 2N 3553 12
AC 187 K 10 BFW 61 8
AC 188 K 10

< e | EE ;
AD 139 14 EE 1133 ]g BFX 29 12
AD 149 14 5C 112 10 BFX 30 12
AD 161 14 B Nas 4 BFX 45 12
AD 162 14 8C.147 0 BFX 63 8
ADY 26 14 RE 148 o BFX 87 12
ADZ 11 14 BC 149 10 BFX 88 12
ADZ 12 14 BC 157 4 BFX 89 12

BC 158 10
AF 106 8 BC 159 10 BFY 50 12
AF 109 R 8 BFY 51 12
AF 118 10 BFY 52 12
AF 121 8 BC 177 10 BFY 55 = 2 N 2297 12
AF 121 S 8 BC 178 10 BFY 67 ~2N 1613 12
AF 124 8 BC 179 10 BFY 67 A 12
AF 125 8 BFY 67 C 12
AF 126 8 BFY 68 ~ 2N 171 12
AF 127 8 BCY 55 10 BFY 68 A 12
AF 139 8 BCY 56 10 BFY 90 12
AF 239 8 BCY 57 10
AF 239 S 8 BCY 58 10
AF 240 8 BCY 59 10 gt:’, ;7 14
AFY 16 8 BCY 70 10 o 2? }j
g | =g S| Wy -awem

BLY 58 = 2N 3927 14

BCY 87 10 BLY 59 = 2 N 3375 !
ASY 26 10 BCY 88 10 BLY 40 = 2 N 3632 11
ASY 27 10 BCY 89 10 =
ASY 28 10 BR 100 26
ASY 29 10
ASY 73 10 BD 115 14 BRY 39 26
ASY 74 10 BDY 17 14
ASY 75 10 BDY 18 14 BSW 33 12
ASY 76 10 BDY 19 I BSW 34 12
ASY 77 10 BDY 20 “ BSW 35 12
ASY 80 10 (== 2 N 3055) BSW 4] 12
ASZ 15 14 BRY-0 1 BSW 51 ~ 2N 2218 12
ASZ 16 14 BSW 52 ~ 2 N 2219 12
ASZ 17 14 BF 115 8 BSW 53 =~2N2218A 12
ASZ 18 14 BF 167 8 BSW 54  ~2N2219 A 12

BF 173 8
AU 103 14 BF 177 10 BSW 58 12
AYY 10 22 BF 178 10 BSW 59 12

BF 179 10 BSW 61 ~ 2 N 222 12
BA 100 18 BF 184 8 BSW 62 ~ 2 N 2222 12
BA 102 18 BF 185 8 BSW 63 ~2N2221 A 12
BA 145 18 BF 186 10 BSW 64 ~ 2N 2222 A 12
BA 148 18 BF 194 8 BSW 69 12
BA 150 18 BF 195 8 BSX 19 ~ 2 N 2368 12
BA 182 18 BF 196 8 BSX 20 ~ 2 N 2369 12




TYPENVERZEICHNIS (Fortsetzung)

Typ Seite Typ Seite Typ B;;chhL"EUEPR"OOﬁh Seite
BSX 59 12 BYY 15 2 2 N 708 ~ BSY 19 16
BSX 60 12 BYY 16 2 2N 914 16
BSX 41 12 BYY 77 2 2 N 918 16
BSX 68 12 BYY 78 2 2 N 929 16
BSX 69 12 2 N 930 16
BSX 70 12 BYZ 14 2 2 N 956 16
BSX 71 12 BYZ 15 2 2 N 1100 17
BSX 82 8 Bk 99 a5 2N 113) 16
2N 132 16
BSY 19 12 gi: :2 g: 2 N 1302 17
(=2 N 708) BZX 50 2% 2 N 1303 17
2 N 1304 17
oS LR (4 ;
BZY 78 21 2 N 1306 17
i1 501 . BZY 88 2 2 N 1307 17
5T 100 b BZY 91 2 2 N 1308 17
BZY 93 21 2 N 1309 17
BTX 13 25 BZY 95 2 2 N 1613 . BFY 67 16
BTX 35 25 BZY 96 21 2 N7 . BFY 68 16
BTX 36 25 2 N 2218 ~ BSW 51 16
BTX 37 25 OA 47 18 2N 2218 A ~ BSW 53 16
BTX 38 25 OA 70 18 2 N 2219 — BSW 52 16
BTX 41 2 OA 79 18 2N 219 A ~ BSW 54 16
BTX 46 2% OA 81 18 2 N 2221 _ BSW 61 16
BTX 47 25 OA 85 18 2N 221 A~ BSW 63 16
BTX 49 25 OA %0 18 2 N 2222 ~ BSW 62 16
OA 91 18 2N 222 A -~ BSW 64 16
BTY 79 25 OA 95 18 2 N 2297 — BFY 55 16
BTY 87 a9 oc 57 10 2 N 238 ~ BSX 19 16
BTY 91 B oc 58 o 2 N 2369 ~ BSX 20 16
BTY 95 25 oc 59 10 2N 239 A~ BSX 20 16
BTY 99 D oC 60 10 2 N 2483 16
T " 2 N 2484 16
1 N 914 18 2 N 2904 16
— - 1N 914 A 18 2 N 2904 A 16
i 15 5 1 N 914 B 18 2 N 2905 16
oy 190 20 2 N 696 16 2 N 2905 A 16
o a4 2 N 697 16 2 N 3053 16
e i 2 N 706 A 16 2 N 3055 ~ BDY 20 16
2 N 3133 16
BYX 10 20 2 N 3134 16
BYX 13 2 2 N 3250 16
BYX 14 2 2 N 3251 16
BYX 21 22 2 N 3252 16
BYX 25 2 2 N 3375 — BLY 59 16
BYX 28 2 2 N 3553 ~ BFW 47 16
BYX 29 23 2 N 3632 — BLY 60 16
BYX 30 23 2 N 3924 — BFW 46 16
BYX 32 2 2 N 3926 _ BLY 57 16
BYX 33 22 2 N 3927 — BLY 58 16
BYX 34 23
BYX 36 20
BYX 38 2
BYX 39 23




UBERSICHT ZUR TYPENAUSWAHL nach P,

Pt |Ucso Uceo f; B (p) bei Ic o Pt |Ucso Uceo fr B (B) bei ¢ Top
mwW \' v MHz mA mW vV V' MHz mA
20 7 3 0,3 35) 025| OC 57
z 8 s 55} 02| 85 & 20 | 40 25 550 55 4 | BF 173
7 3 0,65 80) 025| OC 59
7 3 75 375| OC 60
300 2% 20 130 180 2 | BC 179
50 20 20 150 (2200 02 | BC 112 20 25p 300 2 gg }gg
BEV4s 20 | 300 (500 2 | BC 109
25 20 | >150 | > 20 10 | BSY 40
60 | 20 15 50 15 | AE109 R 2 »|°> | DY
2 B = AR 0 20 | >200 | > 40 10 | BSX é6
30 20 | >200 > 60 10 | BSX 67
2 B 19 S 2 |ALERsS 0 20 300 | >40 2 |BC109
25 18 gzo 50 1 AF ]32 30 25 130 > 75 2 BC 178
30 25 550 60 15 | AFY 16 P — o " EEY]SS%
= 0 2 128 3 |akE 45 45 | >50 | >100 2 |BCY3s
2 15 2 |3 o AF 192 45 45 | > 50 > 100 10 | 2 N 929
32 15 75 > 40 1 AF 127 45 45 > 50 > 200 10 | 2 N 930
50 45 10 | > 75 2 |BC177
BC 157
125 30 12 |[> 500 > 60 10 BSW 59 50 45 250 (300) 2 | BC 107
30 15 (> 250 | > 30 10 gg 63
30 20 |> 250 | > 60 10 6
3 2 |> 175 > 100 10 BFX 45 340 2 12 | > 15 105 50 | AC 127
40 15 |> 400 | > 40 10 | BSW 58
0 R 300 | > 60 10 ggw 33
50 45 0 | > 60 10 34
60 60 30 | > 50 10 | BSW 35 30 | 40 15 | >400 |[> 20 10 35,{‘1 ‘29368
40 15 | >50 | > 40 10 | BSX 20
130 | 40 30 350 55 4 | BF 167 ANy,
50 40 | >250 > 100 150 | 2 N 3251
whE &) 22 o8 X% | RELA R 2 2137 (38 WIINT
30 15 |> 4 > 25 50 ASY 73 60 60 > 15 > 800 10 | 2 N 2484
0 15> 6 | > 40 50 | ASY 74
30 15 (> 10 | > 65 50 | ASY 7{5}
2 =@ e 015 [ ARY 4 375 70 70 | >125 180 10 | AF 118
145 30 20 %gg 67 1 EE }gs
0 20 N5 1 4
50 | 20 |[> 50 1 |BFIS W2 B2 B B|AE
k7] ;g > (1],7 135 338 QSCYlgé
40 > 05 | > 25 6
150 2% 15 |> 6 | > 5 20 | ASY?27 :
25 15 |> 10 | > 50 20 | ASY 29 ‘6‘8 gg i g@ ; g‘s’ % Qg ?‘;
25 15 |> 10 | > 60 10 |2 N1306 & 3230 |22 2| e
25 15 |> 15 | > 8 10 | 2N 1308 S e
25 2 |> 5 | > 40 10 |2N1304
EIRAE Rt o @|zm >3 u @k
65 65 | >100 | > 50 10 | BFX 30
30 15 |> 10 | > 60 10 | 2N 1307 2 BT |2 | en
P RIZR IRV (S8 75 30 | >100 | >100 150 | BSX 71
75 40 | >250 | > 40 150 | BSW 63
30 25 > 3 (> 20 10 | 2N 1303 20223 A
B X g9 N 3 | 75 40 | >250 | > 100 150 | BSW 64
2 270 75 3 | AF121 o
45 40 50 | >120 05 | BCY 87
45 40 50 | >120 05 | BCY 88
45 40 50 >120 05 | BCY 89 600 40 40 | >100 > 40 150 | BFX 88
50 gs >S5 | > 20 150 gm%
1
200 22 15 |>1000 | > 20 3 | BFX 89 gg 53 ;133 ; 23 }.558 8FX 87
30 15 | > 600 > 20 3 2 N 918 100 60 120 > 20 15 | BF 177
30 15 |[>1300 | > 20 25 | BFY 90
220 30 20 260 ns 1 BF 254
30 20 200 67 1 BF 255 e gg }g i } %% % ﬁE {g; E
3 20 200 67 1 BF 195 60 30 | >250 | > 40 150 | BSW 51
218 IR AL
2
0 20 300 | > 420 2 |BC149 9 W |> | >0 B0 | ERW 2
50 45 300 (3000 2 | BC147 70 30 | >250 | > 30 500 | BSX 60
70 45 | >250 | > 30 500 | BSX 61
25 | 20 10 [>1600 | > 25 50 | BFW 30 2 Blz® 12 M Pl
r -2 R L 2N 2218 A
4 4
T 2 P 83 | 75 40 | >250 | >100 150 | BSW 54

2N2219 A




UBERSICHT ZUR TYPENAUSWAHL nach P,

Pt | Ucs® Uceo fr B(f) bei Ic Typ Piot | Ucso Uceo f; B(f) bei Ic T
mW |V Vv MHz mA oW | VOV | MHz mA YP
1 W| 25 >200 | > 20 10 | 2N706A 5 W| 60 40 | >100 > 50 150 | 2 N 3053
25 25| >200 | > 5 10 | BCY 72 80 35| > 40 > 40 150 | 2 N 2297
BRIz o3 B2
4 > 30 1 41 6 W| 32 20|> 15 > 80 500 | AD 162
32 300 300 100 | BCY 58 220 180 | 145 60 50 | BD 115
SIS ISRl
4 4 > > 100 1 71
50 40| >25 | > 50 10 | BCY 70 7 W| 3 18|>250 >0 20| W
12 W| 20 15 20 | > 20 10 |BFX12 g R B R e
20 15 230 | > 50 10 | BFX 13
151 >300 | > 30 10 BSYI% {10 w/iss 75| 15 [ > 10A[ AU
1,5kV 75 | > 5 1000 | BU 105
15 W| 40 25 1200 | > 25 50 | BFW 16
0 25 1200 | > 25 50 | BFW 17 newl 3 18| >0 = & M EL;’, %Zm
65 40 500 > 15 125 BLY 59
1,7 W | 160 115 120 | > 20 30 | BF 178 2 N 3375
250 120 | > 20 15 | BF 179
13 W| 32 20> 04 | >30 1A | AD 139
18 W | 75 > 70 | >100 150 | 2N 956 | 145 W| 45 30 300 > 5 500 | BLY 20
2 W/| 60 40| > 40 | > 20 150 | 2 N 696 0 & 300 > 3 0| Bly 2
60 40 | > 50 | > 40 150 | 2 N 97 23 W| 36 18 | >200 > 5 1000 | BLY 58
2 N 3927
275 W | 150 120 | > 20 40 | BF 186 2 N 3632
50 35 > 200 > 40 150 | 2N 3133 |30 W 40 32 022 | > 20 6A | ASZ 17
50 35 > 200 > 100 150 | 2 N 3134 60 32 0,25 > 35 6A | ASZ 164
60 40 > 200 > 40 150 | 2 N 2904 100 7] 0,22 > 20 6A | ASZ 18
60 60 > 200 > 40 150 | 2N2904 A 100 60 0,2 >~ 15 6A | ASZ 15
60 40 | > 200 | > 100 150 | 2 N 2905
60 60 > 200 > 100 150 | 2N2905A | 45 W| 50 40 | > 0,06 > 15 15A | ADZ 11
60 > 40 > 40 150 | BFY 67 A 80 60 | > 008 | >15 15A | ADZ 12
60 > 70 | >100 150 | BEY 68 A 1300 W| 80 0 | > 01 | >15 25A| ADY 2
r 6
5 0| >4 | >0 %) WL 100 100 | > 5 | > 5 10A|BLY 17
> 25 S5A | 2N 1100
75 30| > 70 | > 100 150 | BFY 68
2N1711 |15 W[ 80 60 > 10 10A | BDY 17
120 70 > A Y
4 W| 2 2| > 3 |> 8 50|ADIé LA 4 Bl
40 20| > 50 | > 60 150 | BFY 52
60 30| > 50 | > 40 150 | BFY 51 M7 W, 50 40 ] > 30 2A | BDY 38
80 35| > 60 | > 30 150 | BFY 50 100 60 ] > 40 4A | BDY 20
80 35| > 60 | > 40 150 | BFY 55 100 60 1 > 20 4A| 2N 3055
UBERSICHT ZUR TYPENAUSWAHL nach U g
Ucso| Yceo| Pror fr B(p) bei Ic Typ Ucso| Uceo| Pror fr B(f) bei Ic T
V| V| mw MHz mA V| Vv | mw MHz mA e
7| 3 20 03 35) 025 OC 57 25 | 25 150 | > 3| > 2 10 |2N1302
3 20 0,45 55 0,25 OC 58
3 2 e lao] 02| O 3 25 1 W| > 200 | > 5 10 | BCY72
3 20 75 375| OC 60 30 g ]1 gg ; ?gg > gg 10 BSW 59
20 | 10 250 > 1000 | > 25 50 BFW 30 > 10 | BSX 68
15 12W 210 | > 20 10 | BFX 12 15 140 | > 41 > 25 50 | ASY 73
15 12W 230 | > 50 10 | BFX 13 15 140 | > 6| > 40 50 | ASY 74
15 40 50 15 AF 109 R 15 140 > 10 > 65 50 ASY 75
15 60 550 50 15 AF 139 15 150 > 4 > 30 20 ASY 26
15 40 650 3 2 AF 239 15 150 > 41> 30 2 ASY 28
15 40 650 25 2 AF 240 15 150 > 10 > 60 10 2 N 1307
15 60 780 33 2 AF 239 § 15 150 > 15 > 80 10 2 N 1309
15 140 600 50 15 | AFY 40 R 15 200 > 600 > 2 3 2 N 918
20 50 150 (220) 02 BC 112 15 200 > 1000 > 20 3 BFX 89
BC 146 15 200 > 1300 [ > 20 25 | BFY 90
20 125 > 175 | > 60 10 | BSX &9
25 140 270 75 3 | AF 121 20 125 > 175 | > 100 10 | BFX 45
1 W| > 200 > 20 10 | 2N706A 20 145 220 7 1 BF 185
15 150 > 6> 5 2 ASY 27 20 145 300 15 1 BF 184
15 150 > 10> 5 20 ASY 29 20 150 > 5| > 40 10 | 2N 1305
15 150 > 10| > 60 10 | 2 N 1306 20 150 650 30 3 | BF 200
15 150 > 15| > 80 10 | 2 N 1308 20 220 200 67 1 BF 255
15 800 > 200 200 AC 187 K 20 220 260 ns 1 BF 254
15 800 > 200 300 | AC 188 K 20 220 200 67 1 BF 195
18 60 220 50 1 AF 106 20 220 260 ns 1 BF 194
20 150 > 5| > 40 10 | 2 N 1304 20 220 300 | >420 2 | BC 149
20 300 130 180 2 BC 179 20 300 300 | >420 2 | BC 109
20 250 130 180 2 BC 159 25 60 550 60 1,5 | AFY 16
20 300 > 150 | > 20 10 BSY 40 25 150 > 3> 20 10 |2N1303
20 300 > 150 | > 50 10 BSY 41 25 300 130 | > 75 2 | BC178
20 300 350 400 2 BCY 57 250 130 | > 75 2 | BC 158




UBERSICHT ZUR TYPENAUSWAHL nach Ucgg

Ucgo|Uceo| Pror f; B () bei I T Ucgo|Uceo| Pror fr B (p) bei Ic T
" v mW MHz mA \ V' mW MHz mA
7 75 AF 121 60 | 30 | 25 W | >200 > 30 500 | 2 N 3252
= 12 1138 > ’ (1},5 105 53 AC 127 > 30| 4 W|> 50 > 40 150 | BFY 51
12 500 > 13 95 50 AC 125 32 130 W 022 > 20 6A | ASZ 17
12 500 > 13 115 50 AC 132 32 130 W 025| > 35 6A | ASZ 16
12 500 > 17 135 50 AC 126 40 2 W | > 40 > 20 150 2 N 496
15 60 75 > 40 1 | AF124 40| 2 W|> 50 > 40 150 | 2 N 697
15 60 75 > 40 1 | AF125 40| 3 W |>200 > 40 150 | 2 N 2904
15 60 75 >~ 40 1 AF 126 40 3 W |>200 > 100 150 | 2 N 2905
15 60 75 > 40 1 | AF127 0] 5 W|[>100 > 50 150 | 2 N 3053
16 |1 W[> 90 50 | AC 128 60 125 300 > 50 10 | BSW 35
20 |13 W|> 04 | > 30 1A | AD 139 60 | 360 |> 12 > 500 10 | 2 N 2483
20 140 700 50 1,5| AFY 40 60 30 | > 15 > 800 10 | 2 N 2484
20 | 4 W|> 3 > 80 500 | AD 161 60 ggg ;1?38 ; gg T158 gFf;(l 3350
20 Wl > 15 AD 162 60
¢ - 60 | 3 W |[>200 > 40 150 | 2N2904 A
60 | 3 W |>200 > 100 150 | 2N2905A
3 | 18| 7 W|>20 > 10 250 | BFW 46
2 N 3924
18 [ 11,6 W | > 250 > 5 550 | BLY 57 65 | 40| 7 W 500 > 15 125 | BFW 47
2 N 3926 2 N 3553
18 |23 W |>200 > 5 1000 | BLY 58 40 | 116 W 500 > 15 125 | BLY 59
2 N 3957 2 N 3375
40 |23 W 400 > 10 250 | BLY 60
2 N 3632
40 15 125 > 400 > 40 10 BSW 58 45 500 ~ 100 > 50 10 BFX 30
15 250 | > 300 > 30 10 | 2N 914
15 360 | > 400 > 20 10 | BSX 19
2 N 2368 70 | 30| 800 |>250 > 30 500 | BSX 60
15 360 | > 500 > 40 10 | BSX 20 45 | 800 | > 250 > 30 500 | BSX 59
2N 2369 45 | 800 | > 250 > 30 500 | BSX 61
2N 2369 A 45 | 145 W 300 > 5 500 | BLY 21
15 12 W | > 300 > 130 10 BSY 19 70 375 > 129 180 10 | AF 118
2 N 708
21128122 3 s 75| 30| s0 |[>100 | > 40 15 | BSX 70
25 260 550 55 4 BF 173 30 500 > 100 > 100 150 BSX 71
25 | 1 W |[>250 > 30 10 | BSW 4 30| 3 WI> 60 > 40 150 gF;f' 67
25 | 1,5W | 1200 > 25 50 | BFW 16 1613
25 | 15 W | 1200 > 25 50 | BFW 17 3|3 WIi>T70 > 100 150 | BFY 68
30 130 350 55 4 | BF 167 a: | can 2 N 1711
30 250 400 80 4 | BF 19 =250 > 40 150 | BSW 63
30 250 550 85 7 | BF197 o 2N 2221 A
R | 125 300 60 10 | BSW 33 500 | >250 > 100 150 gﬂ"gz‘;“z "
33 238 ; mg" ig ?gg ‘B‘E;{ ;g 40 800 | > 250 > 40 150 | BSW 53
2N2218 A
40 | 800 |>250 > 100 150 | BSW 54
45 25 300 250 200 2 BCY 56 2ZN2219 A
30 | 145 W 300 > 5 500 | BLY 20 1.8 W|> 70 > 100 150 | 2 N 956
4(03 }sg 50 >120 05 gg gg
4 5 50 > 120 05
40 | 150 50 S 120 05| BCY 89 80 % 4 W|> 60 > 30 150 [ BFY 50
45 | 1 W |>300 > 100 10 | BCY 7 60 1100 Wi> 01 | > 15 25A | ADY 26
60 115 W > 10 10A | BDY 17
50 | 25 | 3 W|> 60 > 30 150 | BFY 67 C
30 145 230 > 50 1 | BF115 00 | 32 (30 W 022 > 20 6A | ASZ 18
30 |275W|[>"03 | > 30 1A]| AD 149 60 | 30 W X > 15 6A | ASZ 15
35 600 > 50 > 20 150 | 2 N 113 60 600 120 > 2 15 | BF 177
35 600 |> 60 > 30 150 | 2 N 1132 60 |17 W 1 > 40 4A | BDY 20
35 | 3 W |>200 > 40 150 | 2 N 3133 60 (117 W 1 > 20 4A | 2 N 3055
3B | 3 W|>20 > 100 150 | 2 N 3134 100 [100 W|> 50 S %5 10A | BLY 17
40 360 | > 250 > 100 150 | 2 N 3251
0 | 1 W|>25% > 50 10 | BCY 70
40 |45 W I|[> 006 > 15 15A | ADZ 1 120 | 70 (115 W > 10 B8A | BDY 18
40 111725w 1 > 30 2A ED\TV 38
B W |22 10BN |m| wlus w > 10 6A | BDY 19
45 % 300 > 110 % BE 107
45 130 > 75 BC 177
;) e = =5 2 |eeiZ 15 | 75|10 W 15 > 16 10A | AU 103
50 600 | > 100 > 40 150 | BFX 87
160 | 115 | 1,7 W| 120 > 20 30 | BF 178
60 3 W |> 60 > 40 150 | BFY 67 A
aw | e 12 0|28 0 [t | e 275W| 120 | > 20 40 | BF 186
30 500 | > 250 > 40 150 gs:lvz% :
- so | om0 < o0, 10 | Bswh 220 | 180 | 6 W| 145 60 50 | BD 115
2 N 2222
30 800 | > 250 > 40 150 gsh\flv:’gi 250 1.7 W| 120 > 20 15 | BF 179
18
0 | W0 =0 | 7000 TG | BSWL Ty 1Sk 0w 75 | > 5 1000 | BU 105




FELDEFFEKT-TRANSISTOREN

J Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Upss Pisi ity
v mwW b
BFW 10 N-Kanal- fir VHF/UHF-Verstdrker 30 300 200
BFW 11 PN-Feldeffekt- fir rauscharme Eingangstufen
BFW 61 Transistoren mit niedrigem Kollektorstrom 25 300 200
BFX 63 N-KcnaI-MeiuII-Oxyd-Feldeffekt-Transisi-cr
fur Verstdrker und Impedanzwandler
30 250 125
N-Kanal-Metall-Oxyd-Feldeffekt-Transistor
BSX 82 =
fir Chopper-Anwendungen
TRANSISTOREN fir HF-Kleinsignalverstdrkung
Absolute Grenzwerte
Anwendung
Typ Ucao Uceo Ic av le pm Piot 0,
Vorstufen J Mischstufen [ ZF-Stufen v v mA mA mW °C
Germanium-Transistoren
AF 106 bis 225 MHz | bis 260 MHz 25 18 10 10 60 90
AF 109 R bis 225 MHz 20 15 10 10 60 90
AF 121 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 40 MHz 25 10 15 140 75
AF 121 § 40 MHz 32 10 15 150 90
AF 124 bis 108 MHz bis 120 MHz
AF 125 KW, MW, LW | bis 120 MHz 0 15 10 10 60 75
AF 126 MW, LW MW, LW bis 10,7 MHz
AF 127 MW, LW MW, LW 450 kHz
AF 139 bis 860 MHz | bis 900 MHz 20 15 10 10 60 90
AF 239 bis 860 MHz | bis 900 MHz 15 15
AF 239 S bis 860 MHz 20 15 15 15 60 90
AF 240 bis 200 MHz 10 10
AFY 16 bis 860 MHz | bis 900 MHz 30 25 8 8 60 90
AFY 40 bis 860 MHz bis 900 MHz 32 20 20 20 140 90
AFY 40 R bis 860 MHz bis 900 MHz 20 15 10 10 140 90
Silizium-Transistoren
BF 115 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 40 MHz 50 30 30 30 145 175
BF 167 40 MHz 40 30 25 25 130 175
BF 173 40 MHz 40 25 25 25 260 175
BF 184 bis 108 MHz bis 120 Msz 30 20 30 30 145 175
BF 185
o o bis 108MHz | bis 120 MHz 30 20 30 30 220 125
BF 196 40 MHz 40 30 25 25 250 125
BF 197 40 MHz 40 30 25 25 250 125
BF 200 bis 225 MHz bis 260 MHz 30 20 20 20 150 175
N bis 108 MHz | bis 120 MHz 30 20 30 30 220 125
MaBbild 1 MaBbild 2 MaBbild 3 MaBbild 4
JEDEC TO - 72 JEDEC TO - 12 JEDEC TO - 72 DIN18B 4
DIN1BA 4 DIN5C4 DIN 1B A 4
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Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehduse verbunden

Das Substrat B ist mit dem
Metallgehduse verbunden,

Der Anschlu s ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehduse verbunden



R
Kennwerte thU | MaBbild
grd/mW
Drainstrom bei Upg = 15V, Ugs = 0 Vorwadrtssteilheit bei Ups= 15V, Ugs = 0, f = 200 MHz
I'DS §= 8...20 mA | ¥Yais I :=" 3,2 mS
lpss= 4..10mA |21 | = 1.25mS 0,59 1
Ips s = 2..20mA |yzs| = 1.6 mS f=10MHz
Drain-Source-KurzschluBBstrom bei Ups= 30V, Vorwdrtssteilheit bei Ups = 20V, I = 5 mA,f=1kHz
Gate-Source-Spannung bei Ups=20V, Stat. Eingangswiderstand bei Ugg= 15V, Ups= 0
04 2
Drain-Source-Kurzschlu3strom bei Ups= 30V, Durchlaflwiderstand bei Ugs =5V, Ip = 10 pA
IDSSZ 2 {< 30] mA UGS= UBSZ 0 fps ein= 200 Q
Stat. Eingangswiderst.b. Ugs=15V,Ups= 0 Sperrwiderstand bei Ups= 100 mV, -Ugg=5V
rGS :; ]00 GQ rDS aus — 20 MS!
Kennwerte bei ¥, = 25°C Betriebswerte R
: - th U .
Iyz;, | |y?]h I |y1201 Iy,n‘] b9| f \(T Vp F bel f MOBblId
mS mS uS us MHz MHz dB dB MHz grd/mW
27 500 200 220 17,5 55 200 0,75 3
37 170 200 16,5 48 200 0,75 3
80 100 35
34 220 100 270 19 45 100 0,45 4
80 100 35 - 270 0,43 4
16 450 100 14 8 100
15 450 100 15 1
34 80 10,7 75 : 0,75 5
32 100 10,7 22 1,5 1
37 4 0,45 36 0,45
14 400 800
37 170 200 550 n 7 800 0,75 3
650 14 5 800
780 15 =5 800 0,75 3
650 14 55 800
14 400 800 550 1 7 800 0,75 3
P, = 1,5mW 800 700 12 7 800 0,55 [
P, = 0,6 MW 800 600 1 7 800 0,55 6
33 220 100 230 4 100 0,9 5
95 37 35 350 26 3 35 10 5
145 55 35 550 26 U=6V 35 0,65 5
33 380 100 300 09 5
33 220 100 220 4 100 3
33 450 100 260 4 100
34 440 100 200 4 100 045 z
105 45 35 400 42,5 3 35 04 7
175 65 35 550 43 35 0,4 7
56 160 100 650 28 2 100 1,0 3
33 420 100 260
34 410 100 200 4 100 0,45 8
MaBbild 5 MaBbild 6 MaBbild 7 MaBbild 8
JEDEC TO - 72 DIN18B 4 SOT-25 SOT- 30
DIN18 A 4 .
LI --;":;“‘..c ' f
RIS T i
et e fg yr 5o, * e [ ] o). 43 cEs
‘ \ ’3. g $ l: e o man % I‘m -Tj;m_; :f E @ _G t ‘;‘
?ﬂ \-"5--."5 1 = & ,;
T - { ’] ) - max 16 - ] I
- man 4% - 50-52 =
r i = f P m T i
17 |1 1Tl i
125 [| =
F; ::_ —— ,l e Pyee | e | EEEe v
o_:.;'..h.”ﬂ_ ér 063 -:{.I:: | é glpglsoial E & ! F {l r_}}
| 1 U0 9 97 9¢ JUT ¢
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Der Anschlufl s ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgehduse verbunden
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TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung fir NF-, HF-

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo Uceo Icav lem Prss f,
V' Vv mA mA mW °C
Germanium-Transistoren
AC 125 B .
AC 126 PNP, fir NF-Vor- und -Treiberstufen 32 12 200 200 500 90
AC 127 NPN . 32 12 500 500 340 0
fur NF-Endstufen,
:g }gg E::I”I; } auch als komplementdre Paare gg }g ]ggg zggg ]ggg gg
AC 128 K PNP, fir NF-Endstufen 32 16 1000 2000 1000 90
AC 187 K NPN komplementdares Paar
AC 188 K PNP } for NF-Endstufen 25 15 1000 2000 800 20
AF 118 PNP, fur Breitbandverstdrker 70 70 30 30 375 75
ASY 26 ; 30
ASY 27 PNP-Schalttransistoren 25 15 200 300 150 85
&g; ;g NPN-Schaltiransistoren gg 15 200 300 150 85
ASY 73
ASY 74 NPN-Schalttransistoren 30 15 400 400 140 75
ASY 75
ASY 76 40 20 |
ASY 77 PNP-Schalttransistoren 60 20 500 1000 500 85
ASY 80 40 32 |
OcC 57
e PNP, fir Hérgerdte 7 3 5 10 20 75
OcC 60
Silizium-Transistoren
BC 107 50 45 |
BC 108 NPN-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 20 100 200 300 175
BC 109 30 20 |
BC 112 NPN-Planar-Epitaxial, fir Horgerd 20 125
BC 146 -Planar-Epitaxial, fir Horgerate 20 50 50 50
BC 147 50 45 l
BC 148 NPN-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 20 100 200 220 125
BC 149 30 20 |
BC 157 . 50 45 I
BC 158 PNP-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 25 100 200 250 125
BC 159 25 20 |
BC 177 ) 50 45 l
BC 178 PNP-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 25 100 200 300 175
BC 179 25 20 |
NPN-Planar-Transistorpaar
BCY 55 fur Differenzverstarker 45 45 30 60 300 175
BCY 56 NPN-Planar-Epitaxial, 45 45
BCY 57 fiir NF- und MeBverstdrker - 25 20 100 2000 s s
BCY 58 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 32
BCY 59 for NF-Vor- und -Treiberstufen 45 200 200 1000 200
BCY 70 PNP-Planar-Epitaxial, 50 40
BCY 7 fur NF- und Mefverstdrker 45 45 100 200 1000 175
BCY 72 und Schalteranwendungen 25 25
BCY 87 .
NPN-Planar-Doppeltransistoren
=g¥ gg fir rauscharme Differenzverstarker 45 40 30 30 150 175
o NPN-Planar, fir Video-Endstufen 1 i 50 B 5 200
BF 179 NPN-Planar, fir Farbdifferenzsignal-Endstufen 250 115 50 50 1700 200
BF 186 NPN-Planar-HF-Transistor 190 60 60 2750 200
MaBbild 9 MaBbild 10 MaBbild 11 MaBbild 12 MaBbild 13 MaBbild 14 MaBbild 15
JEDEC TO -1 mit Kihlklotz JEDECTO -7 JEDECTO -5 SOT .19 JEDEC TO - 18 SOT . 26
DINT1A3 DIN7 A4 DIN5A3 DIN1BA3
E B [~ EB s C B
‘ 1 ! : Fege >0, ~ V .
‘((l f ' @ c {/"'7'?’?.} . ° ¢ T8 - a5
. - p T8, i
‘k;:/ s dee % ;s Sagglo BI\-._‘?./J’E@’ E(‘;}\j T 4 Farb .
o ! - 4,80 o - 508 = — purkl
. it - ! o l A ! g
g Ofl e pme g e AN
3 iz o ¥ r= : 2 S e
; || & 'g-r '.E é E 15 20iang £ o 10 15lang
| : E | e ) “
L 1 il | (] " ;:r Hlang
1| BT || N : : [ Wl 3 .
. £ 0430 £ o » iy
e | ' ' '
- 'l
== pus? =02
Der Farbpunkt Die Eindellung Der Anschluf s Die Bosis Der Farbpunk! Der Kollektor
kennzeichnet den kennzeichnet den ist mit dem ist mit dem kennzeichnet den ist mit dem
10 KollektoranschluB.  Kollektoranschlufi.  Metallgehause Metallgehduse Kollektaranschiufl Metallgehduse
verbunden verbunden verbunden,



und Schalteranwendungen

Kennwerte bei ¥, = 25°C
B(f) bei I lcgo bei  Ugg Ucg sor bei ¢ fr Rinu MaBbild
mA A A \'% mA MHz grd/mW
95 > 13
138 50 <10 10 <05 100 S 17 03 9
105 50 <15 10 <1 500 > 15 0,37
90 50 <10 10 < 06 1000 > 10 0,29 9
15 50 < 10 10 < 0,35 200 = 14 0,3
90 300 < 10 10 < 06 1000 > 10 0,045 *) 10
< 25 <08 %
200 300 <15 10 < 06 1000 > 10 0,045 %) 10
180 10 < 6 6 <5 30 > 125 0,25 1
30- 80 > 4
50-150 20 < 3 5 < 0,25 50 < 0,4 12
30- 80 S
50150 20 < 3 5 < 0,25 50 < 10 0,4 12
> 25 50 | > 4
> 40 50 < 3 5 < 022 50 S i@ 0,35 12
> 65 50 | > 10
> 25 300 | <03 300 > 05
> 25 300 <10 10 <03 300 > 05 0,25 12
> 50 300 | < 04 300 > 07
(35] 0,25 0,3
55 0,25 0,45
80 0.25 1.5 2 0,65 1.5 13
75 375 < 0,25 10
110-220 2 |
200-450 2 < 15 (150°C) 20 < 0,09 10 300 0,5 14
420-800 2 J
(220) 0.2 0,275 10 150 16 .
110-220 2 I
200450 2 < 5(125°C) 20 0,09 10 300 0,45 17
420-800 2 |
(75260 2 |
( 75-500 2 < 5(125°C) 20 0,1 10 130 0,4 17
(125-500 2 J
( 75-260 2
( 75-500 2 < 10 (150°C) 20 0,1 10 130 0,5 14
(125-500 2
100-300 0,01 0,01 45 < 10 > 50 0,33 18
200 250
400 2 < 0, 20 0,08 10 350 0,5 14
300 100 < 08 100 300 0,45 14
> 50 10 < 0,0 20 < 05 50 > 250
> 100 10 < 0,01 20 > 300 0,5 14
> 50 10 < 0, 20 > 200
> 100 0,05 < 0,005 20
> 100 0,05 < 0,02 20 > 50 1 19
> 100 10 < 0,0 20
> 20 15 < 10 15 0,22
S 20 30 < 20 30 120 0,055 *) 20
> 20 20 <15 20 120 0,055 *) 20
> 20 40 20 40 120 0,025 *) 20
*) R
MaBbild 16 MaBbild 17 MaBbild 18 MaBbild 19 MaBbild 20
SOT-25 Aluminium-Klot=z dhnlich JEDEC TO - N JEDEC TO - 39
(6 Anschlisse) DIN5C3
Ex ©
- 315 - Ey. f .;‘: ".\\I‘-\I ': "'45.3!;?%
- 3 : o " ‘._n { .‘.: :‘f ); o: ? c (f\}
frt— i B - d N7 e L 2 Py
| B o ] 1 L A . B} ! i O e & L
Y .,,;ﬁ] LIRS '- | g o € “-ss./-)‘
£ emait- -5 § ¥ = ' P T pe o man 942
[ | Cts ™, ~ - { |max 85%
' 3 } f ! |m B e ' a :
= A ] 3 8 ket % 3 G
! i 4 i e : 2
4 1 % =) - - 12~ ! by LEI &
2 LA T
3 | HL s
£ i '
Wy L] -154L = = =171 Bl
- =028 =154 -
- =B Die Transistoren sind Der Kollektor

gegen den Aluminium-Kliotz

isoliert.

ist mit dem
Metallgehduse
verbunden.
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TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung fiir NF-, HF-
e Absolute Grenzwerte
T JEDEC- | Ant, Anwend U
YP Bezeichnung| /™ Anwendung Ucso ceo  lcav le m Piot v,
A v mA mA mwW °C
Silizium-Transistoren (Fortsetzung)
BFW 16 NPN-Planar-Epitaxial- fur UHF
BFW 17 Transistoren fir VHF 4 25 130 300 adad i
BFW 30 NPN-Planar-Epitaxial-Transistor 20 10 50 100 250 200
BFW 46 ~2N3924 | NPN-Planar-Epitaxial-HF- 36 18 500 1500 7 W 200
BFW 47 =2N3553 | Leistungstransistoren 65 40 350 1000 7 W 200
BFX 12 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren
BFX 13 fur Verstdarker und Schalter 20 15 100 140 12W 175
BFX 29 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 60 40
BFX 30 fir Verstarker und Schalter 65 65 600 600 500 175
BFX 45 NPN-Planar-Epitaxial-Transistor 30 20 100 200 125 125
BFX 87 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 50 50 600 600 600 200
BFX 88 fur Verstarker und Schalter 40 40 600 600 600 200
BFX 89 NPN-Planar-Epitaxial-HF-Transistor 30 15 25 50 200 200
g:; 50 80 35
51 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 60 30
BFY 52 fur Verstarker und Schalter 40 20 1000 1000 4w 200
BFY 55 ~ 2N 2297 80 35
g:¥ 2; " =2N1613 75 30
NPN-Planar-Transistoren 60 I
gg g; c LN fir Verstdrker und Schalter ;g gg 500 1000 3W 200
BFY 68 A - 60 l
NPN-Planar-Epitaxial, fir HF-
BFY %0 Anwendungen bis in den GHz-Bereich 30 15 25 50 200 200
BSW 33 e 40 32
NPN-Planar-Epitaxial- |
:gw 254 Schalttransistoren gg 23 | 100 200 125 125
NPN-Planar-Epitaxial, fir Treiber-
BSW 41 stufen in Magnetkernspeichern 40 S 300 500 W 200
BSW 32 | 2N2219 | NPN-PlanarE ! & 2 |
= 1 NPN-Planar-Epitaxial, 60 30
BSW 53  |~2N2218A| fir HF-Verstarker 75 o (80 800 800 175
BSW 54 ~2N2219A 75 40
BSW 58 NPN-Planar-Epitaxial, 40 15
BSW 59 fur schnelle logische Schaltungen 30 12 500 125 125
:gw 61 ~2N2221 60 30 l
62 ~2N2222 | NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 60 30
BSW 63 [~ 2N2221 Al for HF-Verstarker 75 0 | 800 B0 50
BSW 64 ~2N2222A 75 40
NPN-Planar-Transistor zur Steuerung
BSW 69 von Ziffernanzeigeréhren 130 0,05 0,05 85
BSX 19 ~ 2N 2368 NPN-Planar-Epitaxial, fir sehr
BSX 20 ~2N 2369 | schnelle logische Schaltungen 40 15 500 360 200
BSX 59 - 3 . 45
NPN-Planar-Epitaxial, fir Treiber- |
:g; z? stufen in Magnetkernspeichern 70 43(5} | 1000 1000 800 200
BSX 68 NPN-Planar-Epitaxial- 15
BSX 69 Schalttransistoren 0 20 100 200 125 125
BSX 70 NPN-Planar-Epitaxial,
BSX 71 fir schnelle Schalter 75 30 500 1000 500 200
BSY 19 ~72N 708 | NPN-Planar-Epitaxial 40 15 200 200 1200 200
BSY 40 PNP-Planar-Epitaxial,
BSY 41 fir schnelle logische Schaltungen 5 2 100 100 300 175
MaBbild 21 MaBbild 22 MaBbild 23
JEDEC TO - 3% JEDEC TO - 72 JEDEC TO - 18
DIN5C3 DIN 18 A 4 DIN18A3
8 8
— -
»‘,_‘\\9’.’ I g ‘EK@_ 5 5
P2 78 ST B
G" S g \Q/\_ ]
E e iS5
L
. E [ 4
| B ILT% .
o T 2 0637 2 04® | 8
o,n_ﬂ_ L E g i IJ LJ :é

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.

Der Anschlufl s ist mit dem
Metallgehduse verbunden

Der Kollektor ist mit dem

Metallgehduse verbunden.




und Schalteranwendungen

Kennwerte bei ¥, = 25 °C
mA uA v v mA MHz grd/mW
> 25 50 <1 20 < 075 100 1200 0,05*) 21
S 25 50 < 0,05 10 1600 07 2
10-150 250 < 075 250 > 250 ;
15200 125 < 250 500 0,025%) 2
%&223 " < 0,01 15 < 025 10 > 150 0,5 23
> 5 10 <0075 50 < 04 150 > 100 0,29 2%
= 100 0 <05 20 < 02 10 > 175 0.6 25
> 40 150 < 0,05 30 < 04 150 > 100 0,29 24
25-150 2 < o0 15 < 075 20 1000 0,88 2
> < 0,05 60 < 02 >
S 4 < 005 40 < 035 ’
S g0 150 < 005 30 < 035 10 S 50 0,035%) 24
S 40 < 001 60 < 02 S 80
> 40 150 < 0,01 60 < 15 150 > 60
S 40 150 < 0075 30 < 15 150 S &0
S 30 150 < 002 25 < 0% 50 S 60 0,058 %) 24
S 100 150 < 0,01 60 < 15 150 S 70
S 100 150 <0075 30 < 15 150 S 70
20-125 25 < 0,01 15 < 075 20 > 1300 0,88 2
60-180 10
60-300 10 <05 20 0,3 10 > 250 0,6 25
50200 10
> 20 500 <05 30 < 07 500 > 250 0175%) 23
> 40 < e
S 100 )
21?0 < 0,01 50 S 15 5w > 250 019 24
> 100 < 10
> 4 10 > 400
> & o < 04 20 < 06 100 = 06 25
> 4 < 16
> 100 < 16
- < 0,01 50 S e 500 > 250 03 23
S 100 < 10
> 30 4 0,6 2
20— 60 = 400
v <04 20 < 03 10 2 o 0,48 23
< 05
> 30 500 <05 40 < 05 ! 500 250 0,22 24
< 07
30-300 < 0725
e 10 <05 20 s 0 10 > 175 06 25
;138 150 < 0,00 60 < 02 150 > 100 0,35 23
30120 10 <0025 20 < 04 10 > 300 0,145 %) 23
20— 60
e < 0,01 25 < 02 10 > 150 05 23
)R
MaBbild 24 MaBbild 25 .
MaBbild 26
BREAS o o
%‘f
s ‘\ %,

= it Yo ran 6,7 -

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden,
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LEISTUNGSTRANSISTOREN

e Absolute Grenzwerte
JEDEC-
Typ Bueichtiing Art, Anwendung Ucgo Ucko leay le m Prot .FJJ
Vv V A A W O
Germanium-Transistoren
AD 139 PNP, fir NF-Endstufen 32 20 35 35 13 90
AD 149 PNP, fir NF-Endstufen 50 30 35 35 27,5 100
AD 161 NPN | komplementdres Paar _ 4
AD 162 PNP | fir NF-Endstufen 2 & ! é 6 %
ADY 26 PNP, fur Verstdrker und Schalter 80 60 25 30 100 90
aDEY PNP, fiir Verstérker und Schalter 2 N5 20 45 90
ASZ 15 100 60
e PNP, for Verstérker und Schalter o = 8 10 30 9
ASZ 18 100 32
AU 103 PNP, fir Horizontal-Ablenk-Endstufen 155 75 10 10 10 90
Silizium-NPN-Transistoren
BD 115 fiur NF-Endstufen 220 180 0,15 0,15 6 200
BDY 17 80 60
BDY 18 for Verstarker und Schalter 120 70 10 25 115 200
BDY 19 150 80
BDY 20 |~ 2N 3055 fir Verstarker und Schalter 100 60 6 15 17 200
BDY 38 for Verstarker 50 40 é 17 200
Planar-Transistor fir Senderstufen
BLY 17 (30 W bei 30 MHz) 100 100 10 10 100 175
BLY 20 Planar-Epitaxial-Tran- | 6 W __. 45 30
BLY 21 sistoren for Sender |12 W Pei 180MHz | 55 45 ! 2 145 200
BLY 57 = 2N 3926 Planar-Epitaxial-HF-Transistoren 36 18 1 3 1,6 200
BLY 58 = 2N 3927 fur Sender bei 13,5 V Speisespannung 36 18 15 45 23,0 200
BLY 59 = 2N 3375 Planar-Epitaxial-HF-Transistoren 65 40 0,5 1,5 11,6 200
BLY 60 = 2N 3632 fur Sender bei 28 V Speisespannung 65 40 1 3 23 200
BU 105 fur Horizontal-Ablenk-Endstufen 1,5kV 2.5 10 115
MaBbild 27 MoBbild 28 MaBbild 29
DIN9A?2 JEDEC TO - 3 JEDEC TO - 36
DIN3A2 DIN 36 A 2
el 301 -
- 16,5 -
- Fx] -
E - 13 e - @ -
P20 Q) ;
: = A ©
; ;
A\l
Y ! - max 1* -
B - max 265" -
il max 385 -
- max 31 & -
:: - 4 -:~ . max 203* ' - =
N = H Y . || (
el e T T
. e =S i I i S
H i S | i
i = 2 = .
- f Y U M5 g ' :\il ]:‘
[ I ' l -
Der Kollektor ist mit dem Der Kollektor ist mit dem * Gehdusehdhe Der Kollektor ist mit dem - -... :ﬁ“ il

MetallgehGuse verbunden Metallgehduse verbunden B statt 7 mm

Metallgehduse leitend
verbunden



Kennwerte bei 75 = 25°C
B bEl ]C Ilca 0 bel UCB UCE sot bel ,C f-lr th G Mﬂﬂblld
A mA \" v A MHz grd/W
> 30 1 < 0,1 10 < 04 1 > 04 4 27
> 30 1 < 3 50 < 07 3 > 03 2 28 *
< 05 < 0,6 3
> 80 0.5 < 02 32 < 04 1 15 45 27
> 15 25 < 4 80 < 05 25 > 0] 0,6 29
50 > 0,06
> 15 15 < 8 30 <1 15 > 0,08 0.8 29
15-30 100 O,g
35-80 60 0,25
2045 6 < 3 &0 < 04 10 022 15 28
20-65 100 0,22
> 16 10 < 10 155 < 0,7 10 15 1,5 30
60 0,05 0,55 (200 °C) 200 < 9 01 145 12,5 31
> 10 10 < 5 80 < 2 10
> 10 8 < 5 120 <2 8 1 15 30 *
> 10 6 < 5 150 i 6
> 40 4 < 5 100 <1 4 1 1,5 30 *
> 30 2 < 1 50 < 0,7 2 1 1,5 30
> 5 10 < 10 40 < 2 10 > 50 15
> 5 05 Se 14 <05 05 300 10 33
> 5 0,55 < 0,1 15 < 0,75 0,5 > 250 15 23
> 5 1 < 0,25 15 <1 1 > 200 7,6
> 15 0,125 <1 0,5 500 15
> 10 0,25 < 1 1 400 7,6
5 1 0,05 1500 <5 25 7.5 25
MaBbild 30 MaBbild 31 MaBbild 32 MaBbild 33
JEDEC TO - 3 JEDEC TO - 39 JEDEC TO - 36 TO - 60
DIN3B2 DINSC3 DIN 36 A 2
- 53 - ;
| — ”
: © ! |\ o e
3 s ‘ : ' 1 N
: (O 0) i AN 007
@ N i 7 = . 'é
e, PR B
' . 2 !
B ( 17 2 Yo . % | | =
L S22 i sl 5
max 395 - ] :‘;&E‘i: E 08 1 2 L- ‘.-7J i §
E‘ . man 203% "::: :;:_" i N
! 4 g
g L]k e J- ! b o/l
e e 1] % i : ¢
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Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden. |

Ll B L

| * Gehausehshe
11,4 stott 9.5 mm

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehtuse verbunden

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehause verbunden

Alle Elektroden sind vom
Gehause isoliert
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TRANSISTOREN nach JEDEC-Spezifikation

PRO Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ ELEKTRON-| Ucgo  Ucko  Pror 0, B bei Ic Uce sy bei Ic f; | MaBbild
Bezeichnung| v W oC mA v mA MHz
Silizium-NPN-Transistoren
2N 696 > 0 > 40
2N 697 60 40) 2 175 S 40 150 <15 150 S 50 34
2N 706 A 25 15 1 175 > 20 10 < 0,6 10 > 200 35
2N 708 (BSY 19) 40 15 1,2 200 > 30 10 < 04 10 > 300 35
2N 914 40 15 0,36 200 > 30 10 < 0,25 10 > 300 35
%H g;g 30 15 0,2 200 > 20 3 < 04 10 > 600 36
> 100
2N 930 45 45 0,3 175 S 200 10 < 1 10 > 50 35
2N 956 75 507 1,8 200 > 100 150 <15 150 > 70 35
2N 1613 (BFY 67) 3 > 40 > 60
IN 171 (BFY 68) 75 50 ) 3 200 S 100 150 < 15 150 S 70 34
2N 2218 (BSW 51 60 30 > 40 < 04 ]
2N 2218 A (BSW 53 75 40 l 08 175 > 40 < 0,3 | 34
2N 2219 BSW 52 60 30 ' ! > 100 < 0,4 l
2N 2219 A BSW 54 75 40 > 100 150 < 0,3 150 < 250
2N 2221 BSW 61 60 30 > 40 < 04
2N 2221 A (BSW 63 75 40 | 05 175 > 40 < 03 35
2N 2222 (BSW 62 60 30 l i > 100 < 0,4
2N 2222 A (BSW 64 75 40 > 100 < 0,3
2N 2297 (BFY 55) 80 35 5 200 > 40 150 <02 150 > 60 34
2N 2368 (BSX 19) > 20 10 < 0,25 10 > 400
2N 2369 | (BSX 20) 40 15 0,36 200 > 40 10 < 0,25 10 > 500 35
2N 2369 A | > 40 10 < 0,2 10 > 500
2N 2483 > 100
2N 2484 60 60 0,36 200- S 200 0,5 < 0,35 1 > 60 35
2N 3053 é0 40 5 200 > 50 150 > 100 34
2 N 3055 (BDY 20) 100 60 17z 200 > 20 4000 <1 4000 1 37
2N 3250 50 40 0,36 200 > 50 10 250 35
2N 3251 50 40 0,36 200 > 100 10 > 300 35
2N 3252 60 30 25 200 = 30 150 < 0,3 150 200 34
2N 3375 (BLY 59) 65 40 11,6 200 > 10 250 < 1 500 500 38
2N 3553 (BFW 47) 65 40 7 200 > 10 250 <1 250 500 39
2N 3632 (BLY 60) 65 40 23 200 > 10 250 < 1 1000 400 38
2N 3924 (BFW 46) 36 18 7 200 > 10 250 < 0,75 250 250 39
2N 3926 (BLY 57 1,6 | < 0,75 500 > 250 38
2N 3927 (BLY 58 36 18 23 | 200 | > 5 550 <1 1000 |> 200| 38
Silizium-PNP-Transistoren

2N 1131 > 20 150 > 50
2N 113 50 35 06 75 | S % 13 | < 10 | 3 3
3N 2904 A & o |

6 60 > 4
2N 2905 60 40 3 200 S 100 J 150 < 04 150 > 200 34
2N 2905 A 60 60 > 100
2N 3133 50 35 3 200 > 40 150. < 0,6 150 > 200 34
2N 3134 50 35 3 200 > 100 150 < 0,6 150 > 200 34

-~

c
(g
m
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Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Ucgo  Uceo Pyir i B bei I Ucgsop bei Ic fr Maf3bild
v A W . mA A mA MHz
Germanium-NPN-Transistoren
2” 1302 25 > 20 > 3
2N 1304 20 > 40 > 5
IN 13 25 o 015 85 :H @ <02 0 | < 40
2N 1308 15 > 80 > 15
Germanium-PNP-Transistoren
2N 1100 100 80" 100 95 = 25 5000 <07 12 000 0,25 4]
2N 1303 25 > 2 > 3
2N 1305 20 > 40 > 5
2N 1309 15 > 80 > 15
) Uces
MoBbild 37 JEDECTO - 3
- 3010 -
- g —
i
MaBbild 34 MaBbild 35 MaBbild 36
JEDECTO -5 JEDEC TO - 18 JEDEC TO - 72 ]
] 8 u‘i é
: T~ | < : .
LN lo-orat AT 4
e\ < AN M AN\ le -
r?;&f:,_. ‘\(/\ ' = ' g~ c
BT € opn S50 fogn %52 %
~ 508 = - max 355 —— -
o max 9% - marcp®e o MALAR . - - max 203" g
=masdSe . [ % |r I ': ,é 2 . 4
- : | i ' | H
g L, ety I 1 &
é o_u':ﬂ_ ]r 3 043" ;_ r—" H - - [ }
£ U ? o ? i | L
t o
. Der Kollektor
R : . g e S AT ist mit dem
Der Kollektor ist mit dem Der Kollektor ist mit dem Der Anschlufd s ist mit dem Metallgehguse
Metallgehduse verbunden. Metallgehduse verbunden Metollgehduse verbunden verbunden.
MaBbild 41 JEDEC TO - 36
i N
MaBbild 38 MaBbild 39 MaBbild 40 —F 4
JEDEC TO - 60 JEDEC TO - 39 JEDEC TO - 5 |/ \.
y 1 \
s @ e
-y 'l, A o
nnn 3 | [~n
1],J'_Lu|.. ? _1 \ i / /s
[ : \ o
rr‘;--—«.:- E \
lTL_ ! J’_‘— 1 -.‘5.‘\;?% "‘s"\:_o,‘, — ~E
i E e/ T e AR
3 i mfé}‘ f 1.0 = 274-282° - 54
E | " B ‘ME-"‘; E BI e l,’Eé‘ - s’ -
- 508 - - 508 =
i = ..rnu‘)i.:. e 04" | L .
- i .y 1 )
| —— r— — ! 2 ;
13 \SW” g | ‘é £ r -.],5-- 1
o o) =T & LLU* T 4 v v
| L = . |
€ \_‘3.’_.{ t n,u-_"_ n T o,a‘_ﬂ_ I H ¥ b v
a | E H 1 i g : LB T
T 8! T Der Kollektor
-M5= i ist mit dem
Alle Elektroden sind vom Der Kollektar ist mit dem Die Basis ist mit dem ¥ ! . Metallgehduse
Gehéduse isoliert. Metallgehduse verbunden Metallgehduse verbunden, verbunden,
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DIODEN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ug m le av le i ty
A mA mA C C
Germaniumdioden
AA 119 Punktkontakt-Demodulaterdiode 45 35 100 40
:g% 13 8 30 100 75
15 : 100 140 250 85
AAZ 17 Golddraht-Schalterdioden 75 140 250 85
AAZ 18 20 180 300 75
OA 47 25 110 150 75
OA 70 22,5 50 150 75
OA 79 Punktkontakt-Demodulatordioden 45 35 100 60
OA 90 30 30 45 75
OA 81
8? 315 Punktkontakt-Allzweckdioden 115 50 150 75
OA 95
Siliziumdioden
BA 100 Kleinflachen-Allzweckdiode 60 90 100 90
BA 102 Nachstimmdiode bis Bereich Ill 20 90
BA 150 Abstimmdiode bis Bereich |l 28 150
BA 145 Doppeltdiffundierte Schalterdioden 350 300 2000 125
BA 148
BA 182 Planardiode fir Bereichsumschaltung 35 100 100
BAX 12 Kontaktdrahtlose Allzweckdiode 90 400 800 200
BAX 13 Kontaktdrahtlose Schalterdiode 40 75 150 200
BAX 16 Kontaktdrahtlose Allzweckdiode 150 200 300 200
BAX 78 Kontaktdrahtlose Schalterdiode 55 300 600 190
BAY 38 Planar-Epitoxial-Schalterdiode 50 115 225 190
BB 104 Planar-Zweifachdiode zur Abstimmung 30 100 60
BB 105 A . fir UHF bis 790 MHz
BB 105 B Planar-Abstimm: | g UHF bis 860 MHz 30 60
BB 105G Raan for VHF
TN 914
TN 914A Planar-Epitaxial-Schalterdioden 100 75 225 175
TN 914B
MaBbild 42 MaBbild 43 MaBbild 44
JEDECDO -7 SOD-6/1 JEDEC DO - 14
-rroa5i= N
g_—.: asz®
g |
. ~ |l £
£ = ? l .
' :-< r ! |
V . ! SVEST 'g ' I
E —® E f ! o ; "
E 33 ; é g 2 * g
£ E
Y 1 U U .,I, U 2 it -7J I
il i t ||
s i it ||
. - = i05% o : I 4 | | If-
man 259 Ll L]
Der Farbring Der Farbring

kennzeichnet den

Katodenanschlufi.

kennzeichne! den
Katodenanschluf




Kennwerte bei#; = 25 °C
UF bei !F "R bEl UR C bBI UR f" nach ]F QS I'F R”I u Maﬁbild
v mA A v pF v us mA nC mA grd/mW
15 10 90 45 0,45 42
0,5 30 8 20 3 < 0,03 10 0,5
0,38 10 16 100 < 20 1 0,35 10 < 1.8 10 0,45 42
0,38 60 75 < 20 1 < 0,35 10 < 09 10 0,45
0,38 < 50 20 <15 1 < 0,07 10 < 02 10 0,45
< 0,45 10 < 100 25 < 35 1 < 0,07 10 < 046 10 0,45 42
1,05 10 145 225 43
1,5 10 90 45
1,0 10 300 30 42
1,4 43
115 10 75 100
1,2 0,4
1,05 0,4 42
08 10 [ <10 60 0,4 42
< 5 20 24 .37 4 0,4 42
<09 60 < 0,05 25 44 .. 66 2 0,52 42
<10 100 < 04
<15 2000 0,1 300 4 150 < 08 10 0,2 44
= 1.2 100 < 01 20 < 1,0 20 0,4 45
< 09 100 < 0, 90 < 35 0 < 0,06 30 < 05 10 0,3
<1 20 < 0,05 25 < 3 0 < 0,006 10 < 0,045 10 0,6 46
<15 100 < 01 150 < 10 0 < 0,12 30 < 07 10 0,4
< 0,95 100 < 0,1 55 < 2 0 < 0,02 400 < 0,035 10 04 42
<10 50 0,05 50 < 2 0 < 0,004 10 < 0,035 10 0,4 42
< 0,02 30 34..42 3 47
< 28 25
< 0,1 28 < 23 25 0,4 45
< 28 25
<10 10 l
< 1,0 20 < 5 75 < 4 0 < 0,008 10 42
<10 100 |l
MaBbild 45 MaBbild 45 MaBbild 47
SOD - SOD - 17 oT - 33
fooman 62w,
. wmmin 1 E".:.' w,
i i i
03
-— g | A K A
q R F 85 ¥
24 o b 25 o ) ‘4 - E ;
' —— p v £
-\-.‘ i ‘
& '
E

¥arodenkennzeichnung

U

- s max 025

- -

- - max 075 ]L 1

-
max 052%
Der weifle Punkt

kennzeichnet den
Katodenanschluf

i

&l max 075

- - min B

- 154 -

- 154 -
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SILIZIUM-LEISTUNGSDIODE fir Frequenzvervielfachung

Absolute Grenzwerte Kennwerte bei #/g = 25 °C
Typ Ug P 9, C bei Uy | o Ria
v W °C pF \ I GHz grd/W
BAY 9 120 20 175 23 6 | 25 7,5
SILIZIUM-GLEICHRICHTERDIODEN
Absolute Grenzwerte Kennwerte bei 9, = 25°C
'yp URWM UR M ]F AV ‘F M ”J UF bel iF IIR bel UR R”' u
v A A A °C v A A v grd/W
BY 118 ") 300 300 5 14 150 < 12 14 < 100 300 57
BY 127 800 1250 1 10 150 < T5 5 < 10 1250 60
BY 140 ?) 15kV 15kV 2,5 mA 0,25 95 < 50 0,1 < 10 15kV
BYX 10 800 1600 0,275 3 150 <16 2 < 1 800 200
BYX 36/150 100 150 l 100 90 bis 150
BYX 36/ 300 200 300 08 5 125 11 5 < 1 200 ie nach
BYX 36/ 600 400 600 | 400 Befestigung
'} fir Horizontalablenkung in FS-Empféngern
) Reh G
%) zur Hochspannungs-Gleichrichtung in FS-Empféngern
SILIZIUM-GLEICHRICHTER in Bruckenschaltung
Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Uir kms lo av lo m v, Ug bei g Rin u
Vv A A °C Vv A grd/W
BY 122 42 08 3 150 2x1,7 3 50
BY 123 280 0,7 3 125 2%/ 3 50
i
- 23 - e
- 130 -
] I /’_‘-m\\" 4
s 77— @ i 5
- man 78 ' I: ( * ,) 5:
- e -maril - = E
- i E
T . ’ - ) I =T B . I
E ] ! =) I mas .1:1. - J " h +F f H E E o
NI | e AN it |+ ¢ , !
3 L1 o 33 7 | | | 4 :
= | E - o~ i o F
E *r’-—_—r?ﬁ“ i ¥ 5 Z ' [’ T 1T l é é '
Py = s X S e v | DN A cr 1 A 1!
: Ioge Al o [*Le ; ; Lo 8 =
E = E @ 5 #,_: ;‘_: )
1 2 L] * o 1 + I Z £ E -] -
- -
-
BAY 96 BY 118 BY 127 BY 140 BYX 10 BYX 36 BY 122
SOD.4/5 SOT-9/2 SOD - 18 SOD - 20 JEDECDO - 14 JEDEC DO - 15 BY 123
idxfrd seite: SOD - 14
atode




SILIZIUM-Z-DIODEN, SILIZIUM-LEISTUNGS-Z-DIODEN

Kennwerte Absolute Grenzwerte
Typ ¥ U; WU,/ A rz bei I, I7 14 Iz av P ¥, Ry u
\% mV/grd 0 mA A A w °C grd/mW
BZX 29/ C3V3 33(31..35) -75 10 50 | 400 mA
is bis
BZX 29/ C9V1 9.1 (86...9,6) 5] 5 20
| 04 1.5 175 100
BZX 29/C10 | 10 (9,4..10,6) 55 7 20
is bis
BZX 29/C100 100 (95...105) 90 350 3 . 15 mA
BZX 61/C33 33 (31...35) 29 110 5 10 mA
is bis 0,25 0,4 175 0,31
BZX 61/C75 75 (71 ...79) 60 255 2 5 mA
BZY 78 23151 ..:56) == 0 18 11,5 25 mA - 0,28 150 0,45
BZY 88/ C2v7 2,7 (2,55 ... 2,85) - 17 80 150 mA
is bis 5
BZY 88/ CoV1 21 (86..9,6) 6,0 4,75
——| 250 mA 0,4 175 0,31
BZY 88/C10 10(94 .10,6) 7 25
is 5
BZY 88/ C30 30 (28 ... 32) 26 95 12 mA
BZY 96/ C4V7 4,7 (4,4 ..5,0) - 06 2,5 100 03
is bis 35
BZY 96/ C9V1 9.1(86..96) 6,4 1.8 50
1,5 175 0,1
BZY 95/C10 10 (9,4 ...10,6) 7 0,75 50
bis bis 5
BZY 95/C75 75 (71 ...79) 70 20 10 0,02
BZY 93/ C6V8 (R) 68 (64..72) 2,5 0,04 2000 28 Ring:
bis bis 20 20 175 5 grd/W
BZY 93/C75(R) 75 (71 ...79) 70 2 200 0,25
BZY 91/CI0(R) | 10 (94..10¢) 5 | <04 | 2000 6,5 Rin:
bis 100 75 175 1,5 grd/W
BZY 91/C75(R) 75 (71 ..79) 71 <26 500 0,9
| | |
*] Die Typenreihen sind nach Uz gemdB der E-24-Reihe abgestuft
v
= max.129 =
AL . max. 75 -
i 0s* 4 max 64 o v.‘ !
H max 03" & K s B r 1
- =ma ~ - - [= E -
Jilaza b 2 i 3 E i ‘ ‘ Y T; ) ~1, ‘
! H ¥ = max 254 E ! 1k o - C:! G i ﬂ _L g‘ =
S g 2‘;5*;';" % i r—c 3
i £ @ 1 R = 1 = = a . w
. ';/ﬁg i = E5 8 .5 B3 i 5=} B
5 = = % e« x - Ay
vy '] 3 . £ 'le ; vE Yy E L,_L_T}t
. T 4 i 5 8 i - § i | ‘ n,
+Hl o maxsopreetfl oY ‘ = 3 o Lo =
X E JJ_ e r max 09" _H- E \— E ﬁ E l‘; j i E
_— i . ' 1 ' - 7 o
. > max Q,'?"" é £ 4 _I{
) %-28UNF2A
BZX 29 BZY 78 BZIX 61 BZY 96 BZY 88 BZY 93... BZY 91/...
JEDECDO -7 JEDECDO-15 BZY 95 JEDEC DO .7 Katode am Gehause Katode am Gehduse
JEDEC DO -1 BZY 93/.. R BZY 91/.. R
Farbring: Farbring: Schragseite Katode Farbring Anode om Gehduse Anode @f Gehduse
Katode Kaotode Kaotode am Gehduse Katode JEDEC DO - 4 JEDEC DO -5
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Typ Absolute Grenzwerte Kennwerte
Katode Anode Uswm It av Ie m 9 Ug bei ¢ Usr) & Rihc
am Gehduse am Gehause v A ‘ A oC Vv A v
Silizium-Gleichrichterdioden mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten
BYX 25/ 600 BYX 25/600 R 600 ' 750-1050
BYX 25/800 BYX 25/800 R 800 20 440 175 < 18 S0 1000-1320 1,3
BYX 25/1000 BYX 25/1000 R 1000 | 1250-1600
BYX 39/ 600 BYX 39/600 R 600 ' 750-1600
BYX 39/800 BYX 39/800 R 800 6 120 175 < 20 20 | 1000-1600 45
BYX 39/1000 BYX 39/1000 R 1000 | 1250-1600
Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten
BYX 30/200 BYX 30;:200 R 200 | 250-515
BYX 30/ 300 BYX 30/300 R 300 375-640
BYX 30/400  BYX 30/400 R 400 14 310 ‘ 150 | < 32 0 | 500-770 13
BYX 30/500 | BYX 30/500 R 500 | 625-900
BYX 34/200 200 ‘ 250-515
34/ 300 | 300 5-64
BYX 34 /500 | 500 | 625-900
Silizium-Hochspannungs-Gleichrichter in Keramikrohr
g% 29;75000 75 tV < 88 > 100 II:V 32
29 /100 000 100 kV < 116 > 135 kV 2,7
BYX 29 /125 000 125 kv [0 ™A | BOmA| 1B | 25 O mMA S 3y 16
BYX 29 /150000 150 kV < 175 > 200 kV 1,6
o 16" & 20P102 @
{ B | 1y
™ 3
Iz e
5 - wimcie
? = max 9,3"- - ; E = E
L] max 4B .- 3 = .
- T 2 2523
o —1—¥ i ) A2 B s e
£ % s ™ | E E E E
' i v R [ el T
= =k . i mo@mm
} ! a z s = Jll 13
53 - I % I g 1 % 5 e 19,5"%
A < i :: 1< o~ N '___ -E_ 4
' st 8% & RNt g '
- 5 - ] - 9 3‘ w© L4
- max 653 - 2 _.E 1 ::’ I ' ‘
; -y E | —- 207202 .
BYX 14 BYX 25 BYX 34 BYX 29
BYX 33 BYX 30 SOD-5/13 SOD - 19
SOD-10/2 JEDEC DO - 4
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SILIZIUM -GLEICHRICHTERSATZE

Nennanschluf3- Nenngleich- Nenngleich-
Schaltung Tvo sp[jmnung spur&nung s1;om
tr RMS 0 N
% \' A
Hochspannungs-Gleichrichtersétze mit Gleichrichterzellen BYY 10
E 2700/1200 - 0,45 a 006 2700 1200
E 3600/1600 - 0,45 a 008 3600 1600
E 4050/1800 - 0,45 a 009 4050 1800
E 4500/2000- 0,45 a 010 4500 2000
Einwea- E 4950/2200 - 0,45 a 011 4950 2200
schuhgn E 5400/2400 - 0,45 a 012 5400 2400 0,45
“ E 7200/3200 - 0,45 a 016 7200 3200
E 9000/4000 - 0,45 a 020 9000 4000
E 10800/4800 — 0,45 a 024 10800 4800
E 13500/6000 - 0,45 a 030 13500 6000
E 16200/7200 - 0,45 a 036 16200 7200
M 1350/ 600-0,9 « 006 1350 600
M 1800/ 800-0,9 « 008 1800 800
M 2250/1000-0,9 « 010 2250 1000
Mittelpunkt- M 2700/1200-0,9 « 012 2700 1200 0.9
schaltung M 3600/1600-09 o016 3600 1600 '
M 5400/2400-0,9 « 024 5400 2400
M 6750/3000-0,9 a 030 6750 3000
M 8100/3600-0,9 « 036 8100 3600
B 900/ 800-0,9 «008 900 800
Brisck B 1350/1200-0,9 a 012 1350 1200
otk B 1800/1600-0,9 a 016 1800 1600 09
EATRI B 2700/2400-0,9 a 024 2700 2400
B 4050/3600-0,9 « 036 4050 3600
S 1350/ 900-1,35 a 009 1350 900
S 1800/1200-1,35 a 012 1800 1200
Stern- S 2700/1800-1,35a 018 2700 1800 135
schaltung S 3600/2400-1,35 a 024 3600 2400 :
S 4500/3000 - 1,35 a 030 4500 3000
S 5400/3600 - 1,35 a 036 5400 3600
DB 900/1200-1,35 a 012 900 1200
Drehstrom- DB 1350/1800-1,35a 018 1350 1800
Briicken- DB 1800/2400 -1,35 a 024 1800 2400 1,35
schaltung DB 2250/3000 - 1,35 a 030 2250 3000
DB 2700/3600 - 1,35 a 036 2700 3600
Gleichrichtersitze mit Kishlplatten, mit EinpreBzellen
Mittelpunkt- M 53/ 23-30d 002 53 23 30
schaltung M 125/ 55-24 d 002 125 55 24
Briicken- B 53/ 46 -30d 004 53 46 30
schaltung B 125/110-24 d 004 125 110 24
Drehstrom- - DB 53/ 70-45d 006 53 70 45
Briickenschaltung DB 125/165- 36 d 006 125 165 36
| L w1 s MR weR: . Biiale o 906
i # -';.‘:(1” - s H,-Ll—jls o '—l'_ i —} !
= i[ i T H
= 2 = it @ ,: rﬂﬁ :
! E 48
'

- 15

S50

50

- ——

Hochspannungs-Gleichrichtersétze

DB 53/70 - 45d006
DB12SNES - 36 d 006

Gleichrichtersétze mit Kihlplatten

- max 177




THYRISTOREN

Typ Absolute Grenzwerte Kennwerte
mit stofispitzen- UR M lF AV I'F M i"f_r UG 'lG IIH UF bei I'F Rth G
spannungsfestem
Durchbruch A" A A i G v mA mA V') A grdz"W
BT101/500R 500 2,0 10
BT102/300R 300 6,2 50 125 2,5 50 <23 20 3
BT 102 /500 R 500 2,5 50
BTY79/100R 100
BTY79/200R 200
BTY 79/400 R 400
BTY 79 /500 R 500 6,1 57 125 25 25 10 < 23 20 3
BTY 79 /600 R 600
BTY79/700 R 700
BTY 79/800 R 800
BTY 87 /100 R 100
BTY 87 /200 R 200
BTY 87 /400 R 400
BTY 87 /500 R BTX 35/ 500R 500 82 140 125 35 65 10 <3 50 2
BTY 87 /600 R BTX 35/ 600R 600
BTY 87 /700 R BTX 35/ 700R 700
BTY 87 /800 R BTX 35/ 800R 800
BTY91 /100 R 100
BTY91/200R 200 [
BTY 91 /400 R 400
BTY 91 /500 R BTX 36/ 500R 500 1" 150 125 3 40 10 <l 50 2
BTY 91 /600 R BTX 36/ 600R 600
BTY 91 /700 R BTX 36/ 700 R 700
BTY91/800R BTX 36/ 800R 800
BTX 47 /1000 R 1000
BTX 47 /1200 R 1200 n 160 125 3.5 65 < 4 50 1
BTX 47 /1400 R 1400
BTX13/100R 100
BTX13/200R 200
BTX13/400 R 400 22 250 125 3 50 40 <35 250 0,9
BTX 13 /500 R 500
BTX13/600 R 600
BTY95/100R 100
BTY 95/200 R 200
BTY 95/400 R 400
BTY 95/500 R BTX 37/ 500R 500 32 700 125 3 80 10 < 33 500 0,6
BTY 95/ 600 R BTX 37/ 600R 600
BTY95/700 R BTX 37/ 700R 700
BTY95/800R BTX 37/ 800R 800
BTY99/100R 100
BTY 99/200 R 200
BTY 99 /400 R 400
BTY 99/500 R BTX 38/ 500R 500 62 1000 125 3 70 10 < 2,5 500 0,4
BTY 99 /600 R BTX 38/ 600R 600
BTY 99 /700 R BTX 38/ 700R 700
BTY 99 /800 R BTX 38/ B0OR 800
/1000 R 1000
/1200 R 1200 62 1000 125 3 100 < 35 500 0,3
/1400 R 1400
BT 101 / BT 102 i BTY 87 BTX 13 BTY 95
JEDEC TO - 64 BTX 35 SOT-12/1 BTX 37
BTY N BTY 99
BTX 36 BTX 38
o BTX 47 BTX 49
o JEDEC TO - 48 = SOT-12/2
A i -
g L PN K G
: i ? 12
1 1 i

S

T4t 10

-

- 100

N\ 2 N i = &
# o Q o = =
BTY 79 ,‘319 r 'i‘ z 8 = E
JEDEC TO - 64 g 6 4 | 1
I e ] " !
: 4 max 138% = - " a b
5 ] E
g' g b E 13
— = ~ 58 S
1 E E-— ! E iy
, Pl | S 4 Il ) vy v ttyy @ !
s 28 l SW1L - —El i l I
3 g =g, = s
E = & E- ] o
= o :
z V/e-28UNF2A T ' : —
10-32 UNF 24 A /s~ 20UNF 2 A
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HOCHSTROM-THYRISTOREN

) Typ Absolute G_renzwer_ie_ ] Kennwerte
UR M | ‘F AV JF M J"J UG | fG | fH UF bEI J; R?h G
Vv A A c| Vv mA mA| Vv A grd/W
BTX 46 /200 R 200 ‘
BTX 46/400 R 400
BTX 46 /600 R 600 j | .
BTX 46 /800 R 800 | ‘
BTX 46 /1000 R 1000 150 900 |10 | 3 | 300|300 <16 500 0,13
BTX 46 /1200 R 1200 '
BTX 46 /1400 R 1400
BTX 46 /1600 R 1600
BTX 46/1800 R 1800
BTX 41/200 R 200 I ‘
BTX 41/400 R 400 | | ‘
BTX 41/600 R 600 |
BTX 41/800 R 800 i
BTX 41/1000 R 1000 175 1200 (110 | 3 | 300|300 <15 600 0,12
BTX 41/1200 R 1200
BTX 41/1400 R 1400 _
BTX 41/1600 R 1600 '
BTX 41/1800 R 1800 ‘ _
BIDIREKTIONALE SILIZIUM-TRIGGERDIODE :u Zindung von Thyristoren
Typ ‘ Ugk ‘ Igg . [V Im Uggr) - Uiggr) »
BR 100 2 +4V ‘ 100 nA =6V i 2A | <3V

SILIZIUM-PNPN-PLANAR-THYRISTOR-TETRODE

fir Schalteranwendungen und
zur Steverung von Ziffernanzeigerdhren

TYP UGD.‘( R | IA ‘ IGU I|1"1’ l fgr | fq Pmr | "I’J
BRY 39 max. 70V | max. 100 mA ‘mc:x. 100 mA < 1mA < 0,25 us | < 5us 250 mW | 150 °C
mit sehr kleinen Temperaturkoeffizienten
SILIZIUM-RE FERENZ-SCHALTUN GEN zur Erzeugung von Bezugsspannungen
Typ U, I, ‘ rU"’JJ I rz | fie
z
BZX 48 N 4,6 mV < +1-105grd. || ‘
BZX 49 65V 5% 91 mV < +2-105 grd. max. 10 mA 35(< 50) Q 0..70°C
BZX 50 L 23 mV 2+5.105grd. ||
82X 49
g}i :1 BR 100 BRY 39 BZX 50
a '4 . A
: 4 Y o &Y
i N d x
A S x
: 4 : 1_

Die Anode liegt
am Gehduse.
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Kunststoffgehduse

JEDEC DO-14

MetallgehGuse:

JEDEC TO-72

DIN 18 A 4

Der Anoden-Steveranschlu
st mit dem Gehduse leitend
verbunden

Metallgehduse
JEDEC TO-18
mit 2 Anschlissen
Ga
Die Katode ist mit dem
Gehduse leitend verbunden




Bedeutung der Formelzeichen

Transistoren

Y21e

Yaie

Yi2e

Y12b

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung bei offenem Emitter
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung bei offener Basis

Kollektor-Emitter-Spannung
bei ohmschem Basisabschluf3

Kollektor-Emitter-Spannung
bei kurzgeschlossener Emitterdiode

Kollektor-Emitter-Restspannung
Ausgangsspannung

Kollektorstrom

Mittelwert des Kollektorstromes
Scheitelwert des Kollektorstromes
Kollektor-Reststrom bei offenem Emitter
Gleichstromverstédrkung in Emitterschaltung

Kleinsignal-Stromverstédrkung in Emitter-
schaltung bei kurzgeschlossenem Ausgang

Vorwartssteilheit (Transmittanz)
in Emitterschaltung

Vorwadartssteilheit (Transmittanz)
in Basisschaltung

Rickwdrtssteilheit (Remittanz)
in Emitterschaltung

Rickwdrtssteilheit (Remittanz)
in Basisschaltung

Rauschzahl

Frequenz
Transit-Frequenz
Gesamtverlustleistung
Ausgangsleistung

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehduseboden

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Umgebung

Gehdausetemperatur
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

Leistungsverstdrkung

Dioden, Z-Dioden, Gleichrichterdioden

Durchlaf3spannung

Sperrspannung

Mittelwert der Sperrspannung
Spitzenwert der Sperrspannung
Grenzscheitelsperrspannung
Durchbruchsspannung

oberer Streuwert der Zindspannung

Spannung im Durchbruchsgebiet

Effektivwert der Transformatorspannung
Durchlaf3strom

Mittelwert des DurchlaBstromes

Scheitelwert des DurchlaBBstromes
Sperrstrom

Strom im Durchbruchsgebiet

Mittelwert des Stromes im Durchbruchsgebiet
Scheitelwert des Stromes im Durchbruchsgebiet
Mittelwert des Ausgangsstromes

Scheitelwert des Ausgangsstromes

oberer Streuwert des Zindstromes
Haltestrom

Kapazitdt

Grenzfrequenz

Verlustleistung

Sperrverzugsladung

Wadarmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehduseboden

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Umgebung

dynamischer Widerstand im Durchbruchsgebiet
Sperrverzégerungszeit (reverse recovery time)
Gehdusetemperatur

Sperrschichttemperatur

Umgebungstemperatur



